
 

 

Fig 1. Id-Vd 

Fig.4. 1000 V switching characteristics 
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背景：これまで分極超接合（PSJ）方式を用いた GaN トランジスタ

（FET）とダイオードの実証を行い、サファイア基板上に試作した PSJ

素子で 10 kV を超える耐圧特性[1]を確認した。これまでノーマリー

オン型 PSJ 素子の試作・評価を行ってきたが、パワー半導体を用い

たアプリケーションではノーマリーオフ型が求められる。今回、埋め

込み再成長で p-GaNをゲート下に形成し、ノーマリーオフ特性を持つ

1.2 kV 級 GaN PSJ FET を作製した。

実験： MOCVD でサファイア基板側から順に、低温 GaN層、Undoped 

GaN層、AlGaN、GaNでエピタキシャル成長を行った後、ドライエッ

チングにより埋め込み再成長領域を形成し、p-GaNを再成長した。FET

のゲート電極は Ni/Au、ソース・ドレイン電極のオーミック電極とし

て Ti/Al/Ni/Au を蒸着し、RTA により熱処理を行った。試作した素子

の I-V特性評価とスイッチング評価を行った。 

結果：試作した FETの静特性を図 1,2,3に示す。評価した FETのオン

抵抗は 125 m、Idmax は 35 A、破壊耐圧はゲート電圧（Vg）0 V の

時 1.3 kV 以上だった。立ち上がり電圧は 1.8 Vでノーマリーオフ特性

を確認した。抵抗負荷でのスイッチング特性を図 4に示す。ドレイン

電圧 1000 Vで、ドレイン電流のターンオン・オフ特性はそれぞれ、

62 nsと 90 ns だった。このスイッチング条件下での電流コラプスの依

存性は認められなかった。これにより GaN-PSJ素子は、パワー系のア

プリケーションにおいても適用の可能性が示された。 
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Fig 3. Id-Vg 

Fig 2. off state Id-Vd 
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